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(57) Abstract: The invention relates to a multichip module comprising a base chip (10), a top chip (16), whose thickness is less 
than 100 jJm, and an adhesive layer (22) which is placed between the base chip (10) and the top chip (16), and both chips are 
mechanically joined to one another. An electrically insulating planarization layer (24) is provided in order to obtain a planar surface 
such that the top chip (16) is embedded in the planarization layer (24). A through hole (26a) in the planarization layer (24) is filled 
with an electrically conductive material, is connected to a connection surface of the base chip (10), and is connected, in an electrically 
conductive manner, to a connection surface (20) of the top chip (16) via a metallization (28, 30). Through holes (26a, 26b) in the 
planarization layer (24), which are filled with electrically conductive material, enable the production of all connections between the 
chips, between the base chip and an external contact of the multichip module or between the top chip and an external contact of the 
multichip module in a manner that is independent of the individual chips and while using conventional semiconductor processing 
steps for planar surfaces. 
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(57) ZusaramenfassiiQg: Ein Multi-Chip-Modul umfasst einen Basischip (10), einen Top-Chip (16), dessen Dicke kleiner als 100 
Hm ist, sowie eine Klebeschicht (22), die zwischen dem Basis-Chip (10) und dem Top-Chip (16) angeordnet ist und die beiden 
Chips mechanisch miteinander verbindet. Eine elektrisch isolierende Planarisierungsschicht (24) wird voigesehen, urn eine planare 
Oberflache zu eihalten, derart, dass der Top-Chip (16) in die Planarisierungsschicht (24) eingebettet ist. Ein Durchgangsloch (26a) 
in der Planarisierungsschicht (24) ist mit einem elektrisch leitfShigen Material gefullt und einerseits mit einer Anschlussflache des 
Basis-Chips (10) in Verbindung und andererseits ubereine Metallisierung (28, 30) mit einer Anschlussflache (20) des Top-Chips (16) 
elektrisch leitfahig verbunden. Durch Durchgangslocher (26a, 26b) in der Planarisierungsschicht (24), die mit elektrisch leitfaTugem 
Material gefUllt sind, konnen samthche Verbindungen zwischen den Chips, zwischen dem Basischip und einem Susseren Kontakt 
des Mulu-Chip-Moduls oder zwischen dem Top-Chip und einem ausseren Kontakt des Multi-Chip-Moduls unabhangig von den 
einzelnen Chips und unter Verwendung Ublicher Halbleiterprozessschritte fiir planare Oberfiachen hergestellt werden. 



